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— . (57) Abstract: Disclosed is an optoelectronic component (1) comprising a functional semiconductor area (2) with an active zone 
(400) and a lateral principal direction of extension. The functional semiconductor area is provided with at least one breakthrough 
S (9, 27, 29) through the active zone while a connecting conductor material (8) which is electrically isolated (10) from the active zone 
fs| at least in one subarea of the breakthrough is arranged in the region of the breakthrough. Also disclosed are a method for producing 
such an optoelectronic component and a device comprising a plurality of optoelectronic components. Said component and device 
can be produced entirely as a wafer combination. 
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches Bauelement (1), umfassend einen Halbleiterfunktionsbereich (2) mit einer 
aktiven Zone (400) und einer lateralen Haupterstreckungsrichtung angegeben, wobei der Halbleiterfunktionsbereich zumindest einen 
Durchbruch (9,27,29) durch die aktive Zone umfasst, im Bereich des Durchbruchs ein Verbindungsleitermaterial (8) angeordnet ist, 
das von der aktiven Zone zumindest in einem Teilbereich des Durchbruchs elektrisch isoliert (10) ist. Ferner werden ein Verfahren 
zur Herstellung eines derartigen optoelektronischen Bauelements und eine Vorrichtung mit einer Mehrzahl optoelektronischer Bau- 
elemente angegeben. Das Bauelement und die Vorrichtung konnen komplett im Waferverbund hergestellt werden. 



